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SU 160 

Si-npn-Leistungsschalttransistor für Horizontalendstufen in Farbfernsehempfängern. 

Maße in mm und Anschlußbelegung 
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Grenzwerte, gültig für den Betriebstemperaturbereich 

Kollektor-Emitter-Spitzenspannung 
Ree 5 1002 Ucerm 

Kollektor-Emitter-Spannung 
B=0 Vceo 

Kollektorstrom lı 

Kollektorspitzenstrom [ 

am Basisspitzenstrom 

Gesamtverlustleistung 
d; s 95°C Prot 12,5W 

Sperrschichttemperatur D 120° 

Betriebstemperatur



Kennwerte, bei }, = 25°C —5K 

min typ max 

Kollektor-Emitter-Reststrom 
Uce = 1500 V, U: = 0 Ices 1,0mA 

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 

Ic=100mA 700 V 
UlRiceo 

Emitter-Basis-Durchbruchspannung 
1:=10mA, 1c=0 Ulameso 5 v 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 

1c=45A, 1 =2A Ucesat 5,0V 

Basis-Emitter-Sättigungsspannung 

1c=4,5A, I =2A UBesat 1,5V 

Kollektor-Basis-Stromverhältnis 
Uce=5V, 1c=4,5A L 2,25 

Abfallzeit des Kollektorstromes 
Icend =4,5A 

IBend = 1,8A t 1,0 48 
L = 10 mH 
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K eselektranik 
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SU 160 / BU 208 
npn-Si-power switching transistor for horizontal deflection 
circuits in colour television sets 

Dimensions in mm and terminals 
weight c. 22 g 

Collector at case 

V 

from June 1983 

Maximum ratings ($; = —10...+120°C) 

Collector-emitter peak voltage 
Re: < 1002 

Collector-emitter voltage 
1B=0 

Collector current 

Peak collector current 

Peak base current 

Total power dissipation 
0,< 95°C 

Junction temperature 

Ambient temperature 



Characteristics (0; = 25°C — 5K) \ 

Collector-emitter 

cut-off current 
Uce = 1500 V, UgE = 0 Ices 1,0 mA 

Collector-emitter breakdown voltage 
Ic = 100 mA U(B8RICEO 700 V 

Emitter-base breakdown voltage 
I:=10mA,1c=0 UBRIEBO 5 V 

Collector-emitter saturation voltage 
Ic=45A,l;=2A Ucesat 5,0 V 

Base-emitter saturation voltage F 
Ic=45A,Ip=2A ÜBesat 1,5 V 

Static value of the 
common-emitter forward current 
transfer ratio 

Uc=5V,1c=45A H21e 2,25 

Fall time 

Icend = 4,5 A, Igend = 1,8 A, L = 10 uH tr 1,0 us 

Denotation for ordering: Transistor SU 160 
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